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(54)(57) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА 
СЕЛЕНИДА ЦИНКА взаимодействием газо­
образного селеноводорода с парами эле­
ментарного цинка при высокой темпе­
ратуре, отличающийся тем, 
что, с целью получения тонкодисперсно­
го продукта, взаимодействию с селено­
водородом подвергают пары элементар­
ного цинка, полученные путем барбо­
тирования инертного газа через рас­
плав цинка с последующей фильтраци­
ей их,а процесс взаимодействия осу­
ществляют при 550-700 С и давлении 
760-1140 мм рт.ст.
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Изобретение относится к способам 

синтеза порошка селенида цинка, ис­
пользуемого в качестве исходного 
материала для производства оптичес­
кой и люминофорной керамики, приме- j 
няемой в оптике и оптоэлектронике.

Известен способ получения селени­
да цинка путем синтеза в паровой 
фазе из элементов в вертикальном 
реакторе, заключающийся в том, что 10 
исходную загрузку помещают в нижнюю 
часть сообщающегося с атмосферой 
реактора и нагревают выше температу­
ры кипения труднолетучего элемента, 
а в верхней части реактора поддер- is 
живают температуру ниже температуры 
кипения, но выше температуры затвер­
девания легколетучего компонента £lj.

Недостатком данного способа явля­
ется то, что все примеси и окислы 20 
из исходного продукта переходят в це­
левой продукт, что существенно сни­
жает его качество и не позволяет 
использовать керамические материалы 
из него в ряже приборов. 25

Наиболее близким к изобретенмо
по технической сущности и достигаемо­
му результату является способ получе­
ния селенида цинка путем контактиро­
вания газообразного селеноводорода с 3θ 
парами металла при температуре до 
1000° С [2] .

, Недостатком известного способа
является образование порошка различ­
ной дисперсности ( 50 мкм) в зави- .
(симости от условий проведения процес­
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са, в то время как для производст­
ва оптической керамики необходим 
особо чистый порошок селенида цинка 
определенной дисперсности.

Цель изобретения - получение тон­

Поставленная цель достигается тем, 
что взаимодействию с селеноводоро­
дом подвергают пары элементарного 
цинка, полученные путем барботирова­
ния инертного газа через расплав 
цинка с последующей фильтрацией их, 
а процесс взаимодействия осуществ­
ляют при 550-700°С и давлении 760- 
1140 мм рт.ст.

Проведение процесса без барботи­
рования и фильтрации способствует 
образованию грубодисперсных продук­
тов размером 50+0,5 мкм. При темпе­
ратурах выше 700рС образуется грубо­
дисперсный продукт (20 мкм и более). 
Снижение температуры менее 550°С 
нецелесообразно, так как дисперс­
ность продукта не снижается. Увели­
чение давления выше 1140 мм рт.ст. 
приводит к резкому увеличению дис­
персности продукта (более 50 мкм). 
Снижение давления менее 760мм рт.ст. 
нецелесообразно, так как дисперс­
ность продукта не снижается.
Пример. Вертикальный квар­

цевый реактор помещают в двухзонную 
печь, размещают барботер с цинком 
в одну из температурных зон, вторая 
зона (после барботера) - реакцион­
ная зона. Через барботер пропускают 
очищенный аргон; на выходе из бар­
ботера устанавливают специальный 
фильтр для отделения окиси цинка 
от газовой смеси (пары Ζη и Аг). 
В реакционную зону подают селеново­
дород.

Полученные результаты представле­
ны в таблице.

Как следует из таблицы, предлага­
емый способ позволяет получить се­
ленид цинка дисперсностью 5-10 мкм.кодисперсного порошка селенида цинка.

Давление 
мм рт.ст.
Г <

Температура, 
°C

2

Дисперсность 
порошка, мкм

Примечание .

4

750 640 5,010,5 Содержание кислорода в 
целевом продукте 1-10* Э

760 640 5,5±0,5 1 .10" 9

1000 640 7,0+0,5 1 10"5

1140 640 9,0+0,5 1 · 10'9

1150 640 50 1 -io'F
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912 540 4,010,5
/

912 550 5,0+0,5

912 640 6,0+0,-5

912 700 8,0+0,5

912 710 20+0,5

912 640 50+0,5

Продолжение таблицы

4

Содержание цинка нестехиомет- 
рического в целевом продук­
те 1>1(Г*за  счет его конден­
сации в реакционной зоне

Без барботирования и фильт­
рации
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